REL GC 100 gC 100 RELR

elecrronic electonic
Germanium-pnp-Transistor der Bauform A 3/25-b nach TGL 11 811 fur Verstarker, Misch- Statische Kennwerte Min. Typ Max.
und Oszillatorstufen im Nieder- und Mittelfrequenzgebiet. .
Kollektor-Basis-Reststrom -leso 1.5 uA 15 pA
-Ucs = 6V
Kollektor-Basis-Reststrom -lco 80 pA 500 uA
-Ucs = 25V
Kollektor-Emitter-Reststrom -lceo 40 A 600 uA
Uce = 6V
Emitter-Baosis-Reststrom -lgso 40 pA 500 uA
~-Ues = 15V
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Masse ca. 0,8 g KurzschluBstromverstdrkung hz1e 18 35 a
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Wdrmewiderstand Rinja = 1 grd/mW - ;clc _ 12kr:{A 45 0 <
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Grenzwerte; giiltig fur den Betriebstemperaturbereich
‘ RauschmafB F 14 dB 25dB
Kollektor-Basis-Spannung -Uceo = 15V : -Uce = 1V
Emitter-Basis-Spannung , -Uero = 10V -le = 0,2 mA
Kollektorstrom -le = 15 mA : f = 1 kHz
Emitterstrom le = 15 mA : Af = 1 kHz
Basisstrom -ls = 5 mA R, = 500 L2
Gesamtverlustleistung Pv = 50 mW )
bei ®a = 25°C Vierpolparameter hite 0,2 k2 0,6 k2 5k
Sperrschichttemperatur & = +475°C ~Uce =6V hige 4-10~%  30-107%
Betriebstemperaturbereich —25°C bis +65°C -lc = 2mA hizze 56 uS 200 uS
f = 1 kHz
Bestelibeispiel fiir einen Transistor
der Stromverstérkungsgruppe d Transistor GC 100 d

KOMBINAT VEB HALBLEITERWERK FRANKFURT (ODER) KOMBINAT VEB HALBLEITERWERK FRANKFURT (ODER) ‘b
Stammbetrieb 21 22 Stammbetrieh



